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【序】 ペロブスカイト型酸窒化物 ABO3−xNx は、高い比誘電率や負の巨大磁気抵

抗効果が報告される有望な新奇電子材料である[1]。しかし、酸窒化物は高密度

試料の合成が難しいため正確な電気測定ができず、電気特性発現において窒素

が果たす役割については理解が進んでいない。この課題の解決策として、我々

は窒素プラズマ支援パルスレーザー堆積法による高品質なエピタキシャル薄膜

の合成に取り組んできた[2,3]。特に、本手法の優れた組成制御性を利用して

SrNbO3−xNx（0 ≤ x ≤ 1）薄膜中のキャリア濃度が窒素含有量により制御できることを本学会でも報告した

[4]。一方で、伝導パスである-O-B-O-ネットワークに導入される窒素は結晶中の周期ポテンシャルにも影

響を与える可能性がある(Fig. 1)。本研究では一連の SrNbO3−xNx（0 ≤ x ≤ 1）薄膜を対象に、抵抗率の温

度・磁場依存性を詳細に調査し、窒素導入が電気輸送機構に与える影響を議論した。 

【SrNbO3−xNx薄膜の合成】 ターゲットには Sr2Nb2O7を用い、基板温度 630 °C で KTaO3単結晶(100)面

上に結晶成長した。電子サイクロトロン共鳴（ECR）装置により活性化した窒素を雰囲気中に導入し、ECR

投入電力により窒素含有量 x を制御した。X 線回折測定により、(001)配向したペロブスカイト型

SrNbO3−xNx薄膜のエピタキシャル成長を確認した。 

【電気輸送特性評価】 エンドメンバーである SrNbO3は 10
−6

–10
−5

 Ωcm台の低い抵抗率 ρ と金属的な温

度依存性（dρ/dT > 0）を示した[5]。窒素量 xの増加に伴い、抵抗率は上昇するとともに半導体的な振る舞

い（dρ/dT < 0）へと変化していき、SrNbO2N（x = 1.02）では酸素欠損由来と考えられる電子キャリアの電導

が可変領域ホッピングモデルで記述される絶縁体的挙動を示した。さらに、低温領域では正磁気抵抗効

果が観察され、窒素含有量 xの増加に伴い増大した。SrNbO2Nは 2 K、9 T

において 50%の大きな値を示し、磁場依存性は波動関数収縮モデルでよく

フィッティングされた（Fig. 2）。以上の結果から、窒素導入により電子キャリア

が極度に局在化されていることがうかがえる。このキャリア局在効果は酸窒

化物の特徴であるOとNの長距離的ランダムネスを反映しているため、今後

の酸窒化物を対象とする電気伝導研究における指標となると期待される。 
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Fig. 1. Anion-Nb 

network in SrNbO2N. 

Fig. 2. Magnetoresistance of 

SrNbO2N epitaxial thin film. 
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